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Abstract (Basic) : DE 2528145 B 

The image sensor consists of a matrix of photosensitive diodes each 
connected in rows and columns over FETs to output lines which are in 
turn connected to the read-out circuitry over further FETs . The FETs 
are switched in a known sequence. All FETs, when open, are driven into 
saturation i.e. into the region where the gate voltage minus the 
threshold voltage is smaller than the drain-source voltage. This method 
of operating the FET switches allows a larger number of picture points 
to be used and eliminates problems causing clock coupling. Variations 
in the parameters of the FETs also become less important. 
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Patentanspruch: 

Verfahren zum Betrieb eines Bildsensors mit ma- 
trixfdrmig in Zeilen und Spalten angeordneten licht- 5 
empfindlichen Dioden, die spaltenweise uber je 
einen Feldeffekttransistor an eine zugehonge Spal- 
tenleitung angeschlossen sind, bei dem jede Spal- 
tenleitung uber je einen zugehorigen weiteren Feld- 
effekttransistor an eine Ausleseleitung angeschlos- io 
sen ist, die wiederum uber einen zusatzlichen Feld- 
effekttransistor an eine Ausleseanordnung ange- 
schlossen ist, bei dem durch gleichzeitiges Offnen 
der Feldeffekttransistoren in einer Zeile die in den 
Diodenkapazitaten gespeicherten, vom Licht er- 15 
zeugten Ladungen auf die zugehorigen Spaltenlei- 
tungen gelesen werden, bei dem diese in der Lei- 
tungskapazitat einer zugehorigen Spaltenleitung 
gespeicherten Ladungen durch Offnen des zugeho- 
rigen weiteren Transistors auf die Ausleseleitung 20 
gelesen werden, bei dem diese in der Leitungskapa- 
zitat der Ausleseleitung gespeicherten Ladungen 
durch Offnen des zusatzlichen Transistors von der 
Ausleseanordnung ubernommen werden und bei 
dem, nachdem alle Spaltenleitungen so uber die 15 
Ausleseleitung ausgelesen wurden, gleichzeitig die 
Feldeffekttransistoren einer nachsten Zeile geoffnet 
werden und der vorstehend beschriebene Auslese- 
vorgang erneut eingeleitet wird, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB alle Feldeffekttransistoren 30 
im geoffneten Zustand im Sattigungsbereich betrie- 
ben werden. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren 
zum Betrieb eines Bildsensors mit matrixformig in Zei- 
len und Spalten angeordneten lichtempfindlichen Dio- 
den, die spaltenweise uber je einen Feldeffekttransistor 
an eine zugehdrige Spaltenleitung angeschlossen sind, 40 
bei dem jede Spaltenleitung uber je einen zugehorigen 
weiteren Feldeffekttransistor an eine Ausleseleitung 
angeschlossen ist, die wiederum tiber einen zusatzlichen 
Feldeffekttransistor an eine Ausleseanordnung ange- 
schlossen ist, bei dem durch gleichzeitiges Offnen der 45 
Feldeffekttransistoren in einer Zeile die in den Dioden- 
kapazitaten gespeicherten, vom Licht erzeugten La- 
dungen auf die zugehorigen Spaltenleitungen gelesen 
werden, bei dem diese in der Leitungskapazitat einer 
zugehorigen Spaltenleitung gespeicherten Ladungen 50 



durch Offnen des zugehorigen weiteren Transistors auf 
die Ausleseleitung gelesen werden, bei dem diese in der 
Leitungskapazitat der Ausleseleitung gespeicherten 
Ladungen durch Offnen des zusatzlichen Transistors 
von der Ausleseanordnung ubernommen werden und 
bei dem, nachdem alle Spaltenleitungen so uber die 
Ausleseleitung ausgelesen wurden, gleichzeitig die 
Feldeffekttransistoren einer nachsten Zeile geoffnet 
werden und der vorstehend beschriebene Auslesevor- 
gang erneut eingeleitet wird. 

Der eingangs genannte Bildsensor und das genannte 
Betriebsverfahren sind bekannt und werden in der Ver- 
offentlichung »MOS- Electronics for a Portable Rea- 
ding Aid for the Blind« von James D.PIummerund 
James D. M e i n d I in IEEE Journal of Solid State Cir- 
cuits, Vol. SC. 7, Nr. 2, April 1972, auf den S. 1 1 1 bis 1 19 
beschrieben. Auf S. 116 der genannten Veroffentli- 
chung ist in der F i g. 7 das Schaltbild des eingangs ge- 
nannten Sensors und ein Impulsfahrplan fur das ein- 
gangs genannte Betriebsverfahren dargestellt. Die 
Feldeffekttransistoren werden dabei als Schalttransi- 
storen im KiirzschluBbetrieb betrieben. Bei dieser Be- 
triebsweise konnen jedoch mit den bestehenden Tech- 
nologien Sensoren mit mehr als 50 x 50 Bildpunkten 
nicht mehr ohne weiteres betrieben werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, em 
Betriebsverfahren der eingangs genannten Art anzuge- 
ben, mit dem ein Sensor der eingangs genannten Art 
mit mehr Bildpunkten als bisher bei bestehenden Tech- 
nologien betrieben werden kann. 

Die Aufgabe wird dadurch geldst, daB alle Feldef- 
fekttransistoren im geoffneten Zustand im Sattigungs- 
bereich betrieben werden. Sattigungsbereich bedeutet 
dabei, daB der Betrag Gatespannung minus Schwell- 
spannung kleiner als der Betrag der Drain-Source- 
Spannung gewahlt wird 

Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich. daB Pro- 
bleme, die Taktkopplungen mit sich bringen, elimmiert 
werden. AuBerdem spielen unterschiedliche Schwell- 
spannungen in den Transistoren und Anderungen die- 
ser Schwellspannungen in ersten Naherung keine Rolle 
mehr. Zeitliche Forderungen an die Obertragung kon- 
nen bis in den MHz-Bereich erfullt werden; die Ausle- 
seanordnung kann einfach mit auf das Chip integriert 
werden. Somit ist es moglich, die bei digitalen Speicher- 
schaltungen. die mit dem Ein-Transistor- Element ge- 
wonnen wurden, fur Sensoren anzuwenden. Eine Ma- 
trix mit beispielsweiselOO x 100 Bildpunkten ist mit 
dem vorhandenen technischen Stand ohne weiteres er- 
reichbar. 



